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Abstract : In order to investigate high-speed logic circuits, two different CMOS inverter experimental circuits 
have been successfully designed and fabricated utilizing sub- bi m CMOS process. The designed circuits are 
twenty-seven stage inverter chains. Each inverter consists of four series NMOS transistors and four series 
PMOS transistors. 0.9 ns propagation delay time difference has been found for different inverter input 
conditions. Based on the results, a cascaded-gates CMOS inverter design methodology for high-speed 





















トランジスタを縦積みにした 2 種類のCMOSインバ 
ータをサブミクロンCMOSデザイン・ルール 4) -6）によ
り設計した。 
図1 (a）に 4つのNMO Sトランジスタと 4 つの PM 
OSトランジスタを直列に接続して、下端のNMO Sのソ 
ースを接地端子に、上端の PMO Sのソースを電源端子に
接続し、中央のNMO Sと PMO Sのドレインを共通出力
としたインバータを示す。入力信号は接地端子、電源端子
から最も遠い中央のNMO S と PMOSのゲートに印加
する。他のNMO Sのゲートは電源端子に、他のPMO S 










これらの 2 種類のインバータをそれぞれ 27段接続し
た図1 (c）のようなインバータ・チェーンを 2 種類設計 
した。 	 VDD 	 VDD 
図 1 試作した実験回路 
接地（vss）側が NMO S、電源（VDD）側が PMO S 
(a）入力が電源から遠いインバータのトランジスタ回路図 
(b）入力が電源に近いインバータのトランジスタ回路図 
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図3 27段インバータ・チェーンの遅延時間の実測結果 
	 VDD[V] 
横軸：20 ns/div 縦軸：5 V/div 	 図4 インバータ1段当たりの遅延時間の実測結果 
図5 27段インバータ 
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力が電源に近いインバータ」の27段チェーンの入出力波
形を上側に示す。前者の応答が後者より約 2 3ns 速いこ
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